
國立新竹高工 114 學年度第 1 學期 期末考 科目：電子電路 範圍：第一章~第十章 
班級：_______ 座號：_________ 姓名：__________ 

1 

 

一、單選題（每題 4分，共 100分） 

(    )1. 如圖所示，波形的工作週期為 80%，波形的平均

值為 10V，求波形的有效值為多少伏特？ 

(A)5√5V 

(B) 12.5V 

(C)10√2V 

(D)10√3V  

 

(    )2. 如圖所示電路，其中 MOSFET 的𝐾 = 0.5𝑚𝐴/𝑉2、

𝑉𝑡 = 1𝑉。若𝐼𝐷 = 2𝑚𝐴，則電阻𝑅𝑆值應為多少？ 

(A)250Ω  

(B)500Ω  

(C)1kΩ  

(D)2kΩ。   

 

 

 

(    )3. 如圖所示，某生完成電路接線後，發現無論開關

SW接通與否，LED皆亮；試問下列何者可能是造

成該故障的原因？ 

(A)220Ω電阻開路  

(B)SW無法閉合 

(C)𝑄2之 S極及 D極間短路  

(D)𝑄1之 S極及 D極間短路  

 

 

 

 

 

(    )4. 使用指針型三用電表的歐姆檔×1K，測量一個增

強型金氧半場效電晶體(E-MOSFET)。將其 3支接

腳每次量測 2支，共計有 6種組合，請問有幾種

組合會使指針偏轉。 

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4 

(    )5. 如圖所示，三用電表板在 R × 10檔，結果指針

指示 LV = 1.5V，LI = 7.5mA，則此矽電晶體 β
值應為多少？  

(A)49  

(B)56.25  

(C)92.75  

(D)93.75 

 

(    )6. 如圖所示，此圖為示波器的螢幕顯示畫面，

TIME/DIV＝1ms/DIV，VOLTS/DIV＝2V/DIV，則該

波形之峰對峰值及頻率分別為多少？ 

(A)4V、100Hz  

(B)4V、200Hz  

(C)8V、100Hz  

(D)8V、200Hz 

 

(    )7. 如圖所示電路，假設 OPA為理想運算放大器，輸

出𝑉𝑜為工作週期 15%的脈波，則 Vn電壓應調整為

何？ 

(A)0.64V  

(B)0.70V  

(C)0.76V  

(D)0.82V  

 

 

 

 

 

 

 

 

(    )8. 差動放大器的𝐴 𝑑 = 50，𝐴 𝐶 = 2，兩輸入分別是

𝑉1(𝑡) = 0.1 sin(80𝜋𝑡) + 0.05 sin(8000𝜋𝑡) 𝑉 、

𝑉2(𝑡) = −0.1 sin(80𝜋𝑡) + 0.05 sin(8000𝜋𝑡) 𝑉 ，此

差動放大器的𝑉𝑜(𝑡)為何？(設𝑉𝑑 = 𝑉1(𝑡) − 𝑉2(𝑡)) 

(A) 𝑉𝑜(𝑡) = 10 sin(80𝜋𝑡) + 0.1 sin(8000𝜋𝑡) 𝑉 

(B) 𝑉𝑜(𝑡) = 0.4 sin(80𝜋𝑡) + 2.5 sin(8000𝜋𝑡) 𝑉 

(C) 𝑉𝑜(𝑡) = 10 sin(80𝜋𝑡) + 0.2 sin(8000𝜋𝑡) 𝑉 

(D) 𝑉𝑜(𝑡) = 5 sin(80𝜋𝑡) + 0.1 sin(8000𝜋𝑡) 𝑉 



國立新竹高工 114 學年度第 1 學期 期末考 科目：電子電路 範圍：第一章~第十章 
班級：_______ 座號：_________ 姓名：__________ 

2 

 

(    )9. 如圖所示，已知𝑄1與𝑄2皆操作在飽和區，且

𝐼𝐷1 = 𝐼𝐷2，則𝐴𝑣 =
𝑣𝑜

𝑣𝑖
約為多少？ 

(A) −1.5  

(B) +1.5  

(C) −2 

(D) +2 

 

 

 

 

(    )10. 如圖所示之電路，：𝑉𝑡 = 1𝑉，電流𝐼𝐷 = 1𝑚𝐴，

試求電壓增益𝐴𝑣 =
𝑣𝑜

𝑣𝑖
約為何？ 

(A)−8  

(B) 8  

(C) −4  

(D) 4  

 

 

 

 

(    )11. 如圖所示，已知𝑔𝑚 = 10𝑚𝑆，則𝐴𝑣為 

(A)－40  

(B) 40  

(C)－20  

(D) 20  

 

 

 

 

 

 

(    )12. 如圖所示，則輸入阻抗 Zi為 

(A) 𝑅𝑆  

(B)𝑅𝑆//
1

𝑔𝑚
  

(C)∞  

(D)
1

𝑔𝑚
  

(    )13. 如圖所示，若 Zener二極體崩潰電壓為 10V，且

11𝑉 ≤ 𝑉𝑖 ≤ 13𝑉、200Ω ≤ 𝑅𝐿 = 400Ω，則 Zener

二極體所消耗之最大功率為多少毫瓦特? 

(A) 300 

(B) 275 

(C) 200  

(D) 100  

 

(    )14. 如圖所示電路，若𝑉𝑐𝑐 = 16.8𝑉、𝑅𝐵1 = 𝑅𝐵2 =

𝑅𝐵3 = 5𝑘、𝑅𝐶 = 𝑅𝐸 = 𝑅𝐿 = 2𝑘，所有電晶體之

特性皆相同，𝑉𝐵𝐸 = 0.6𝑉、β = 99，求𝑉𝐶𝐸2約為

多少伏特？ 

(A)  1.2 

(B)  5.6 

(C) 10.6  

(D) 11.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(    )15. 如圖所示，已知𝑟𝜋1 = 1.5𝑘、𝑟𝜋2 = 100𝛺，𝛽1 =

96，𝛽2 = 48，則𝐴𝑖𝑇 =
𝑖𝑜

𝑖𝑖
=？  

(A)819  

(B)2458  

(C)3072  

(D)3686  
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(    )16. 如圖所示，假設經由小訊號分析及考慮𝑟𝑜效應後

得知𝑍1= 10MΩ，則其電流增益約為多少？ 

(A)3000 

(B)281 

(C)288 

(D)89  

   

 

 

 

 

 

(    )17. 如圖所示，若β = 99，𝐼𝐵 = 0.01𝑚𝐴，𝑉𝑇 =

25𝑚𝑉，則下列敘述何者錯誤？ 

(A)電壓增益𝐴𝑣 = 𝑣𝑜/𝑣𝑖約為− 1.5  

(B)𝑟𝜋約為 250Ω  

(C)輸出阻抗𝑍𝑜約為 3kΩ  

(D)電流增益𝐴𝑖 = 𝑖𝑜/𝑖𝑖約為− 2。   

 

 

 

 

 

 

 

 

(    )18. 如圖所示之電路，𝑉𝐵𝐸 = 0.8𝑉，𝑉𝑇 = 26𝑚𝑉，則

此電路小信號電流增益|
𝑖𝑜

𝑖𝑖
|約為何？ 

(A)0.25  

(B)0.31  

(C)0.49  

(D)0.98。  

 

 

 

 

(    )19. 電晶體之集極與射極對調使用，則 

(A)耐壓提高，增益低  

(B)耐壓低，增益不變  

(C)耐壓不變，增益降低  

(D)耐壓低，增益亦低  

 

(    )20. 如圖所示電路，下列敘述何者正確？ 

(A) 𝐶3為直流阻隔電容  

(B) 𝐶𝐸及𝐶3二電容為旁路電容，可提昇電壓增益  

(C) 𝐶1及𝐶2二電容為耦合電容，影響高頻響應  

(D) 𝐶𝐸為隔離電容器  

 

 

 

 

 

 

 

 

(    )21. 如圖所示，已知𝑟𝜋= 2kΩ、𝛽= 100，試求𝑅𝑖𝑠為

多少歐姆？ 

(A)2kΩ  

(B)3kΩ  

(C)5kΩ  

(D)7kΩ  

 

 

 

 

(    )22. 當如圖之 BJT電晶體當作開關使用時，於基極所

加的電容𝐶𝐵，作用為 

(A)保護電晶體  

(B)消除雜訊  

(C)加快切換速度  

(D)避免切換火花產生 
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(    )23. 如圖所示之理想二極體整流電路，若 Vo之平均值

為 49V，𝑅𝐿 = 10𝑘Ω，𝑉𝑖 = 100sin(100𝜋𝑡)𝑉，Vo

之漣波電壓峰對峰值為 2V，則 C值約為多少？ 

(A)25𝜇𝐹  

(B)50𝜇𝐹  

(C)100𝜇𝐹  

(D)200𝜇𝐹。   

 

 

 

 

 

 

(    )24. 如圖所示若各元件皆具理想特性，若二極體導通

角為18∘，試求電容器的放電時間為何？ 

(A)15ms  

(B)16ms  

(C)19ms  

(D)20ms  

 

 

 

 

(    )25. 如圖為何種電路？ 

(A)反相微分器  

(B)反相積分器  

(C)非反相微分器  

(D)非反相積分器  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


